Mikroelektronika 2.ZH 2009. november 30.
I. Kiskérdések (6x2 pont)

1.) Minek a rövidítése az MPW? Milyen előnyökkel bír az alkalmazása?

2.) Mi a JFET-ek legfontosabb paramétere? Számolja ki U0-t, ha a csatorna vastagsága d = 4 (m és adalékolása Nd = 1015/cm3 !

3.) Számolja ki, hogy mekkora nyitófeszültség mellett lesz az n csatornás, növekményes MOS FET tranzisztor telítési árama 10 mA! (VT=0.7 V, K=100 µA/V2, W=1 µm, L=0.25 µm)

4.) Milyen transzportfolyamatnak köszönhető az n csatornás, növekményes MOS FET tranzisztorok esetén a töltéshordozók vándorlása a source és a drain kivezetések között a trióda tartományban?

5.) Hasonlítsa össze a kiürítéses és a növekményes MOS FET-eket! (Keresztmetszeti rajz, csatorna)
6.) Egy bipoláris tranzisztor kisjelű áramerősítési tényezője az IE=2 mA munkapontban ß=150. Rajzolja fel a kételemes közös bázisú helyettesítő képét és határozza meg az elemértékeit!
II. Tervezési feladat (12 pont)

Készítse el az alábbi logikai függvényt megvalósító PDN hálózatot nMOS tranzisztorok alkalmazásával! Tervezze meg ennek duálisát és alkossa meg a funkciót megvalósító CMOS áramkört!

                       _____________
OUT=ABC+DE+FGH

III. Tételszerűen kifejtendő kérdés (12 pont)
Ismertesse és hasonlítsa össze a statikus és a dinamikus CMOS logikák működését! Ismertesse előnyüket és hátrányukat! (fogyasztás, komplexitás, stb.)
Milyen tényezőktől függ a statikus CMOS logikák fogyasztása?

Rajzoljon fel egy-egy példát mindkettő áramköri megvalósítására! Készítsen megfelelő ábrasort és lássa el az ábrákat magyarázó feliratokkal!

(megjegyzés: Verilogot nem kérdeztek, mert még nem vette mindegyik laborcsoport.)

